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(57)Anotace:

PredloZené feeni se tyka zplsobu déleni monokrystald (1),
zejména GaAs, rozfezavanim. Podle tohoto feSeni se mohou
monokrystal (1) uréeny k roziezavani na alespoii dvé &asti a
fezny néstroj (2, 3; 8, 8a,8b,8¢c) pfemistovat viiéi sob&
navzajem ve sméru (V) posuvu, pfi¢emZ monokrystal (1) je
orientovany tak, Ze je v roving (T) fezu moZné zjistovat
jmenovitou krystalografickou orientaci (K), pfi¢em? Ghel (p)
svirany mezi jmenovitou krystalografickou orientaci (K) a
smérem (V) posuvu fezného néstroje (2, 3; 8, 8a, 8b, 8¢) se
voli tak, Ze se sily plisobici na fezny néstroj (2, 3; 8, 8a, 8b,
8c) b&hem fezani ve sméru kolmém na rovinu (T) Fezu
navzajem kompenzujf.
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72PUSOB A ZARTZENI PRO DELENT MONOKRYSTALU,
NASTAVOVACT ZARIZENI A ZKUSEBNI POSTUP zJISTOVANI
KRYSTALOGRAFICKE ORIENTACE

Oblast techniky

Predlofeny vyndlez se tykd zplsobu a zafizeni pro
déleni monokrystal®l, nastavovaciho zafizeni a zku3ebniho
postupu zjistovani krystalografickeé orientace pro uvedeny

zplsob.

Dosavadni stav techniky

Monokrystaly vytvafené taZenim krystalu se fezanim
rozd&luji na jednotlivé ploché kusy zname jako platky pro
pou?iti v polovodi&ové technice. Ze stavu techniky znamymi
technologickymi postupy pouZivanymi pro tento uc¢el Jsou
tezani pilou a Ffezani dréatem. Vysledkem plsobeni feznych sil
vyskytujicich se pfi dé&leni monokrystald rozrezavanim je
bo&ni vychyleni otalejici se kotoucové pily v pripadé fezani
pilou nebo dratu v pripadé tezadni dratem. Disledkem Je
vytvafeni platkl nestejnomérné tloustky nebo platka, jejichz
povrch vykazuje dalsi nepravidelnosti, napfiklad nerovnosti
a deformace. V pfipadé& kfemikovych monokrystald Je prevaziné
se vyskytujicim problémem zvlnéni povrchu. Tato skutecnost
ma4 za nasledek sniZeni Jjakosti vytvafenych platkd a tim

nizsi produkci vysoce jakostnich platku.
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7a udelem vytedeni tohoto problému je, v pfipadé& fezani
pilou, zndmé mérit vychyleni kotoucove pily a korigovat toto
vychyleni prostfednictvim pusobeni stladeného vzduchu. Tento
postup vykazuje nevyhodu spoc¢ivajici v tom, 7e stlaceny
vzduch nepfiznivé ovlivnuje film chladiciho média
aplikovaného za ucelem chlazeni kotou&ové pily, coZ zase
ovliviuje vlastni ochlazovani b&hem Frezéni. Dale je znamé
ustavit monokrystal do drzdku, ktery je specificky tvarovany
tak, aby za ucelem Jejich kompenzovani plsobil proti
uvedenym silam, které zptisobuji vychylovani kotoucové pily,
opaén& pusobicimi silami. V pripad& fezani dratem zadné

4&inné ovliviovani vychylovéani dratu neni mozZné.

Podstata vynalezu

Cilem predlozZeného vynadlezu Je poskytnout zplsob a
zatizeni pro déleni monokrystalli, nastavovaci za¥izenl a
zkuSebni postup _zjiéﬁovéni krystalografické orientace
monokrystalu pro uvedeny zpusob, které odstranuji shora

smifiované problémy a nedostatky.

Uvedeného cile se dosahuje prostfednictvim zpusobu
podle naroku 1, nastavovaciho zafizeni podle naroku 12 a

zkudebniho postupu podle naroku 16.

Daldi podstatné znaky rozvijejici zakladni feSeni
vyndlezu jsou specifikované ve vedlej8ich patentovych

nirocich.

Zpisob a zafizeni podle vyndlezu vykazuji vyhodu

spo¢ivajici ve zvySeni jakosti platkdl a umoZnéni rozfezadvani

monokrystalu vy$3imi rychlostmi posuvu. Diky tomu je fezani
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pilou moZné pouZit =zejména pro GaAs, a to dokonce 1 pro
vytvateni platkd o tlouStce Zest palcl (152,4 mm), pfipadné
vétsi. V dasledku zvy3ené Jjakostl vytva¥fenych platkd je
moZné jinak obvyklé kroky jejich nésledného zpracovavani ve

vét&iné pfipadd vypustit.

Pfehled obrazku na vykresech

Daldi charakteristické vlastnosti a ucelné znaky
pfedloZeného vyndlezu budou ztejmé =z nasledujiciho popisu
prikladd jeho konkrétnich provedeni s odvoldnim na pfipojené

obrazky, ve kterych predstavuje:

obr. 1 schématické znazornéni zafizenl pro fezani pilou
podle vynalezu Vv pohledu ve sméru sttedové

podélné osy monokrystalu;

obr. 2 schématické znazorndni zafizeni pro Ffezani pilou

podle vynalezu Vv bokorysném pohledu;

obr. 3 schématické sndzornéni  zarizeni  pro  fezéani

driatem podle vynalezu v perspektivnim pohledu;

obr. 4 schématické znazornéni zatizeni  pro fezani

dratem podle vynalezu v bokorysném pohledu;

obr. 5 schématické znazornéni platku pfi fezani pilou

v bokorysném pohledu;

obr. © grafické zndzornéni sil pisobicich béhem Ffezani

pilou;
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obr. 7
obr. 8
obr. 9
obr. 10
obr. 11
obr. 12
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grafické zndzornéni kritické hloubky vniknutil
pro tvofeni siti mikroskopickych trhlinek jako
funkce sm&ru posuvu Ffezného niastroje béhem

roztezavani GaAs monokrystalu;

grafické znazornéni extrémnich hodnot vysledné
sily tvorené slozkami axidlni odtlacovaci sily,
jejichz vysledkem IJe pbo&ni vychylovani fezného
nastroje jako funkce sméru posuvu tohoto Yezného
nastroje b&hem rozfezavani GaAs monokrystalu za

pouziti Ffezéni pilou;

grafické zndzornéni nerovnosti povrchu platku
jako funkce nastaveni jmenovité krystalografické
orientace vzhledem ke sméru posuvu tezného
niastroje ptri rozfezavanl Gahas monokrystalu za

pouziti Yezani pilou;

grafické znazornéni drsnosti povrchu pléatku jako
funkce nastaveni jmenoviteé krystalografické
orientace vzhledem ke sméru posuvu fezného

niastroje pfi rozfezavani Gahs monokrystalu;

schématické znazornéni kroku zkudebniho postupu
podle vynalezu pro zjistovani optimélniho thlu
mezi Jjmenovitou krystalografickou orientaci a
sm&rem posuvu Fezného nastroje pri Ffezéani

dratem; a

schématické znazorné&ni =zatizenil pro nastavovani

monokrystalu v perspektivnim pohledu.




Pfiklady provedeni vynalezu

Prestoie bude predloZeny vynadlez déle popsan
v souvislosti s urditymi prednostnimi provedenimi, neni
tmyslem tohoto popisu omezit jeho rozsah pouze na tato
popsand provedeni. Naopak, zamérem tohoto popisu Jje
obsahnout a pokryt vsechny alternativy, modifikace a
ekvivalenty takovych provedeni, které spadaji do podstaty a
narokovaného rozsahu predloZeného vynalezu tak, jak je tento

definovany v piipojenych patentovych narocich.

Jak miZe byt =z obr. 1 a 2 seznatelné, v prvnim
provedeni =zafizeni podle pfedloZeného vynalezu Jje timto
zarizenim zatizeni pro fezani pilou. Monokrystal 1
v podstaté& valcové konfigurace se stfedovou podélnou osou M
je uchyceny a fixovany prostfednictvim neznazornéného
drzéku. Kotoudova pila 2, kterda, jak znamo, sestava
2 kovového kotoude se stredovym otvorem, na jehoZ vnéjsim
obvodu je upraveny Ffezacil b¥it 3 vytvofeny nanesenim
diamantovych zrn, je uloZena otoéné kolem osy R otaceni
vzhledem k monokrystalu tak, Z2Ze stfedova podélnad osa M
monokrystalu a osa R otadeni kotoudové pily probilhaji
navzajem paralelné. Dale je opatfeny pohon, neni znazornény,
ktery umoZfiuje otaceni kotoucové pily 2 urcenou rychlosti
kolem osy R otd&eni ve sméru A, naznadeném na obr. 1.
Monokrystal 1 Jje pomoci posuvové Jjednotky posouvatelny ve
sméru V posuvu fezného nastroje, naznaleného na obr. 2,
smérem ke kotoudové pile 2 tak, Ze touto kotoucovou pilou 2
je moZné monokrystal 1 v roviné kolmé na jeho stredovou
podélnou osu M uplné& roztiznout. Krom& toho je opatfeny
pohon pro pEemistovani monokrystalu 1 kolmo vzhledem ke
kotoudové pile 2 nebo ve sméru jeji sttedové podélné osy

rychlostl w.
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Jak mazZe byt seznatelné zejména z obr. 1, neni
monokrystal 1 uplné vadlcovy, ale vykazuje na svém vnéjsim
povrchu urcity rovinny usek 4, ktery je zde oznaclovany také
jako rovinnad plocha a ktery po ustaveni monokrystalu 1
definovanym zpusobem  tak, 7e uhel «, ktery urcita
krystalograficka orientace K, napriklad orientace [011]
v pripadé GaAs, a normdla N na rovinny usek 4 vné&jsiho
povrchu mezi sebou sviraji v rovin& kolmé na stredovou
podélnou osu M, je znamy. Vzhledem k tomu, Ze Jje znamy
thel a, Jje rovnds tak znamy uhel p svirany mezi Jjmenovitou
krystalografickou orientaci K a smérem V posuvu Yezného
nastroje v roviné kolmé na stfedovou podélnou osu M
monokrystalu a tudiz v roving T fezu. Mélo Dby byt uvedeno,
e namisto uvedené rovinné plochy miZe byt na vnéjsim
povrchu monokrystalu opatfeny také vrub typu draZky. Jedinym
smé&rodatnym faktorem je existence povrchového
charakteristického znaku, jehoz uspotadani vzhledem ke

jmenoviteé krystalografické orientaci je znameé.

Krom& toho Jje, Jjak maZe byt seznatelné =z obr. 2,
navrhované zafrizeni na koncil monokrystalu 1, odvraceném od
kotoudové pily 2, opattené prostiedky 5 pro nataceni
monokrystalu 1 kolem jeho sttedové podélné osy M. Dale Je
opatfeny snimac 6 Ppro méfeni vychyleni X kotoulové pily 2
vzhledem k roviné T rezu b&hem odrezavani plochého kusu la
z monokrystalu 1, ze kterého se bude nasledné vytvaret
platek. Snimac 6 a otadivé prostfedky 5 Ppro nataceni
monokrystalu 1 jsou navzajem propojené pres ovlédaci
prostfedky 7, které jsou konstrukné vytvofené takovym
zpusobem, Ze Vv s4vislosti na naméfeném vychyleni X kotoucové
pily 2 Jsou otéd&ivé prostfedky 5 ovladdané tak, Ze se

monokrystal 1 natacl do specifické uhlove polohy, ve které

16 85745 (85745a)
PV 2003-1102




krystalograficka orientace K zaujima predem stanoveny uhel p
korespondujici s namé&renym vychylenim X kotoucové pily 2

vzhledem ke sméru V posuvu.

V modifikovaném provedeni je za¥izenim pro roztezavani
monokrystalu zatizeni pro Fezani dratem, které je znadzornéneé
na obr. 3 a 4. Sou&asti, které koresponduji se soulastmi
,afizeni znazorn&ného na obr. 1 a 2, Jjsou oznafené stejnymi
vztahovymi znackami. Jak mi%e byt seznatelné z obr. 3, Jje
monokrystal 1 uchyceny a zafixovany v neznazornéném driaku,
ktery je prostfednictvim posuvové jednotky pEicné posuvny
pfes oblast sestavy dratt dratového fezného néstroje 8.
Dratovy Frezny nastroj 8 sestava z velkého podétu paralelne
probihajicich dratd 8a, 8b, 8c, které jsou taZené pres valce
(nejsou zndzorneéné) a posouvatelné ve smérech A, B,
naznac¢enych na obr. 3 Sipkami, v rovindch kolmych na
sttfedovou podélnou osu M monokrystalu 1. Zatrizeni dale
zahrnuje prostfedky 9 pro nanadeni- pasty obsahujici
diamantova zrna na draty 8a, 8b, 8¢, usporadané na jedné
stran& monokrystalu 1, a prost¥edky 10 pro ¢isdténi a
odstraiovani materidlu odbrudovaného béhem fezéni draty 8a,
8b, 8¢ prochazejicimi skrze monokrystal. V alternativnim
provedeni jsou diamantova zrna jiZz pevné zaclenéna do dratu
a uvedené nanaddeni pasty neni tudiz nutné. Podobné Jako
sa¥izeni znazorné&né na obr. 2 je toto provedeni =zafizeni,
jak mdzZe byt seznatelné z obr. 4, opatfené prostfedky 5 pro
natadeni monokrystalu 1, snimacem 6 pro zjistovani vychyleni
drata 8a, 8b, 8¢, a ovléddacimi prostfedky 1 pro ovladani
prostfedka 5 pro natadeni monokrystalu 1 Jako funkce

zjisténého vychyleni dratu.

Dale bude, s odvolénim na obr. 5 a# 10, podrobne

popsand provozni cinnost zatizeni podle obr. 1 a 2.
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Po uloieni monokrystalu 1 do drZaku se tento drzak
prostfednictvim pohonu premistuje ve smeru W, naznaceném na
obr. 2, tak, Ze se mezi volnym koncem la monokrystalu a
kotoudovou pilou 2 vytvorl mezera, jejiz velikost je o neéco
v&tsi ne? tloustka platku, ktery se ma vytvafet. Poté se
monokrystal 1 pomoci pohonu pfemisti ve sméru V posuvu
naznadeného na obr. 2 a 5 rychlosti v posuvu ke kotoucové
pile 2, ktera se ota®i kolem osy otaceni ve sméru A,
naznadeném na obr. 1. Otacejici se kotoudova pila 2 se za
G&elem oddé&leni plochého kusu 1la, ktery bude pozdé&ji tvorit
platek, zatezava do monokrystalu 1. Behem operace fezani
vytvarejli po dosazeni kritické hloubky vniknuti fezného
nastroje do monokrystalu 1 diamantova zrna fezaciho bfitu 3
kotoudové pily 2 mikroskopické trhlinky, JjejichzZ vysledkem
je, v déisledku recipro&niho  tvofeni  siti, obru$ovani
materialu. Uvedend kritick& hloubka vniknuti je zavisla na
sm&ru pohybu diamantovych  zrn vzhledem ke Jjmenovité
krystalografické orientaci K. NahliZeno =z makroskopického
hlediska je kriticka hloubka vniknuti zavislad na ahlu p
sviraném mezi jmenovitou krystalografickou orientaci K a
smérem V posuvu fezného nastroje v roviné kolmé na stiedovou
podélnou osu M monokrystalu. Bylo zjisténo, e na kazZdé
z protilehlych stran 8§, S’ vzhledem k zabirajici kotoucové
pile 2 se kriticka hloubka vniknuti 1i8i. Na obr. 7 je
graficky znézornéna kriticka hloubka vniknuti kotoucové pily
2, -nazornéné na obr. 5, na uvedenych protilehlych pfedni
strané S a zadni strané 8’ pro riznd nastaveni uUhlu p
jmenovite krystalografické orientace K vzhledem ke sméru V
posuvu Ffezného nastroje. Tento rozdil kritické hloubky
vniknuti kotoucové pily 2 na predni strané S a na zadni
strané S’ m& za nasledek odlisné kritické zatiZeni Lx na

pfedni strané S a L, na zadni strang §’. Za tohoto stavu Jje
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fezaci brit 3 kotouZové pily po Jeho uvedeni do styku
s materiadlem monokrystalu 1, coZz Je zndzornéno na obr. 6,
vystaveny, kromé odtladovaci sily F. pusobici ve sméru
posuvu, vystaveny ucinku navzajem odlisnych odtlacovacich
sil Fx ., g;*, pusobicich, v uvedeném pofadi, na predni strané
S a na zadni stran& §’. Tyto smé&rové zavislé sily Fx, Fx
rozdilné velikosti vyvolavaji vyslednou silu E, ktera

zpsobuje smérové zavisle bo&ni vychyleni X.

Jak mbZe byt seznatelné z obr. 8, Je vyslednd sila F,
tvofend souctem jednotlivych sil Fx, F,' a F., z&visld na
sméru V posuvu tezného nastroje a na sméru jmenoviteé
krystalografické orientace K, neboli, jinak feleno, na Uhlu
p, ktery tyto dva sméry mezi sebou sviraji v roviné fezu
kolmé na stredovou podélnou osu monokrystalu 1. V zavislosti
na materialu monokrystalu, nebo v pfipade polovodicl také na
obsahu legovacich primési, a na dal3ich faktorech existujil
upfednosthiované Uhly, PpEil kterych jsoﬁ shora zminované
odtladovaci sily navzajem vyvaZené a kotoucova pila 2 se do
monokrystalu 1 zafezava bez vyskytu boéniho vychyleni.

P#i provadéni zplsobu podle pfedloZeného vynalezu se
shora zmifiované odtladovaci sily vyuZivajl pro korigovani
bo&niho vychyleni X kotoudové pily bé&hem fezéani. Pro tento
4aéel se, jak maZe Dbyt seznatelné z obr. 2, mé&fi uvedené
vychyleni X kotoucové pily nebo sloika Fa nebo Fp axidlni
fezné sily prostfednictvim snimace 6. V zdvislosti na
zji%téné hodnoté& vychyleni se pomoci ovlédacich prostfedkd 7
uvadi do ¢&innosti prostfedky 5 pro natd&eni monokrystalu 1
takovym zpQsobem, Ze se Uhel p svirany mezi Jjmenovitou
krystalografickou orientaci K a smérem V posuvu nastavi tak,
5e se bo&ni vychyleni zpisobované odtladovacimi silami Fyx,

F," v podstat& vyrovna na nulu. V uréitych pripadech je
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rovné? tak vyhodné kotoucovou pilu nebo fezny nAastroj
stanovenym zpQsobem mirné& vychylit. To je mozZné provadeét

také prostfednictvim nastaveni thlu p.

Tento zptsob je rovnéZ tak mozné aplikovat ve spojeni
se zarizenim pro Ffezani dratem zndzornénym na obr. 3 a 4,
pridemZ v tomto pripadé se pak m&fFi vychyleni jednoho nebo

vice dratu.

Vysledkem vyuzZiti plsobicich odtlacdovacich sil pro
4&innou regulaci boé&niho vychyleni Jje, Jjak mize byt
seznatelné z obr. 9 a 10, korekce nerovnosti a drsnosti Ra
povrchu docilend natacenim monokrystalu kolem jeho stFfedove
podélné osy M pro nastaveni odpovidajiciho tuhlu p mezi
jmenovitou krystalografickou orientaci K a smérem V posuvu

fezného néstroje.

UpFednostnované uhly jmenovité: - krystalografické
orientace K vzhledem ke sméru V posuvu, pfi kterych se bocni
vychyleni fezného nastroje stavd nulovym, 7Jjsou zavislé na
materidlu monokrystalu. Tyto uhly se stanovuji empiricky pro
ka?dy materidl za pouziti navrhovaného zkuSebniho postupu.
P¥i provadéni tohoto postupu, jehoz schéma je zndzornéné na
obr. 11, se monokrystal 20 urceného materialu rozteZe na
mno¥stvi plochych kusi 20a az 20e, jejichz tloustka
pfedstavuje nésobek tloustky platkd, které se budou z téchto
kustl nasledné& vytvafret. Vytvofené ploché kusy se poté uloiZi

do drzaku 21 takovym zpisobem, Ze rovinné uUseky 40a az 40e

jejich wvné&jsiho povrchu (rovinné plochy), Jjsou napfiklad
v zarizeni pro Fezani dratem jednotlivé usporadané v riznych
thlech vzhledem ke sm&ru V posuvu. Poté se monokrystal 20,
pfipraveny takto sestavenim z plochych kusd 20a az 20e,

v Fezacim zatizeni rozfeie na Jjednotlivé platky a soucasneé
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se provede kontrola drsnosti a nerovnosti povrcha takto
ziskanych pléatkd. Tento postup se opakuje vicekrat az do
vymezeni upfrednostiovanych ghl pro optimadlni frezani. Takto
vymezené uUhly slouzi Jjako vychozl prom&nnad pro operaci
tezani monokrystald urcenych k d&leni pomoci zafizenil
znazorn&nych na obr. 1 az 4, zatimco prizpasobovani

nastaveni uhlu pomoci otéa&ivych prostfedka 5 a ovléadacich

prosttfedkd 7 slouzi ke korekci b&hem operace fezanl.

Pro usazeni monokrystalu 1 v zafizenich zndzornénych na
obr. 1 a¥ 4 ve stanoveném uhlu p sviraném mezi jmenovitou
krystalografickou orientaci K a smérem V posuvu je upravené
nastavovaci zatizeni, které Je zndzornéné na obr. 12. Toto
nastavovaci zafizeni vykazuje tlo?nou desku 50 a suport 51
rozkladajici se z uloiné desky vertikalné& smé&rem nahoru. Na
suportu 51 jsou uspotadané sané 52, které se premistujl
nahoru a doll ve vertikdlnim smeru, napfiklad
v nezndzorné&ném vedeni, a mohou byt uzplsobené pro fixovani
v predem stanovené vysce prostfednictvim upevhovacich
prost¥edka 53. Sané 52 jsou opatfené dorazem 54 ve tvaru
Ghelniku, jehoZ spodni hrana 54a svird s vertikalni rovinou
ptedem stanoveny thel y. Pro ucely vkladani a usazovani
monokrystalu 1, ktery je pevné& spraZeny se spojovacim kusem
55, do jednoho =z fezacich satizeni znazornénych na obr. 1
az 4 Jje tento monokrystal prilepeny k l1iste 56, vytvorené
napfiklad z grafitu, ptri¢emZz pro tento G&el pouZitym
lepidlem je lepidlo, které se vytvrzuje pouze po pfedem
stanovené dobé& tak, aby bylo jesté& moziné monokrystal 1 po
uréity &asovy interval natacet kolem jeho stredové podélné
osy M. Poté se monokrystal 1 spolecné se spojovacim kusem 55
a lidtou 56 vlozi do nastavovaciho zafrizeni, JjehoZ sané 52
jsou predem nastavené a zafixované ve vysce nezbytné pro

tento typ monokrystalu. Po zatlacdeni monokrystalu 1 spolecne
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se spojovacim kusem 55 a lisStou 56 pod doraz 54 ve tvaru
Ghelniku je tento monokrystal 1 uspofédany tak, Ze rovinny
usek 4 jeho wvnéjsiho povrchu spo¢ivd na spodni hrané S54a
uvedeného dorazu 54. P¥i provadénil tohoto kroku se uhel vy,
ktery spodni hrana 54a dorazu 54 svira s vertikalou, voli
tak, Ze se pro kaidy konkrétni monokrystal 1 nastavi urcity
upfednostfiovany uhel p jmenovité krystalografické orientace
K vzhledem k vertikale. Poté se monokrystal 1, ktery Je
napevno spfaZeny s listou 56, vloZi do Ffezaciho zatrizeni
tak, Ze se smér V posuvu shoduje s vertikadlou, <&imZz se

vymezi uhel p.

Shora popsany vyndlez vykazuje specifickou vyhodu
spo&ivajici v tom, Ze p¥i jeho pouZiti zejména ve spojeni
s vytvafenim GaAs platkd s prumérem Sest palcl nebo pfipadné
vétdim, lze diky zvyZené rychlosti posuvu jejich roztezavani

stale je3té bez obtiZi provadét pomoci Fezani pilou.

PtedloZeny vyndlez neni omezeny pouze na polovodicove
monokrystaly (ryzi prvky, polovodice, smési polovodich) .
Naopak, zpusob a zafizeni podle predloZeného vynalezu je
mo¥né pouZit pro rozfezavani jakychkoliv monokrystald,
napriklad optickych monokrystald, nebo keramickych

materiali.

Zastupuje:

Dr. Milo$ V3eteclka v.r.
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JUDr. Milo$ Vetecka - 13 - EUCEEIE B TOUE I T
advokat esee ‘eu’ %0’ 0ee’ e’ e’
120 00 Praha 2, Halkova 2
PATENTOVE NAROKY
1. Zpusob déleni monokrystaltl, pri kterém se

monokrystal (1) urceny k roz¥rezavani na alesponn dva kusy a
fezny nastroj (2, 3; 8, 8a, 8b, 8c) premistuji vaci sobeé
navzajem ve sméru (V) posuvu, a pri kterém je monokrystal
(1) uspofadany tak, Ze Jjmenovita krystalograficka orientace
(K) lezi v roviné (T) Efezu, vyznadujici se tim, Ze
Gthel (p) mezi jmenovitou krystalografickou orientaci (K) a
smérem (V) posuvu se voli tak, Ze sily pusobici na fezny
nastroj béhem Yezani ve sméru kolmém na rovinu (T) Ffezu se
navzadjem kompenzuji nebo se s¢itaji s predem stanovenou

silou.

2. Zpasob podle naroku 1, vyznadujici se tim,
5e b&hem rezani se mé&fi vychyleni (X) Fezného néastroje (2,
3; 8, 8a, 8b, 8c), a Ze se monokrystal (1) nataci Jjako
funkce namérené hodnoty a jmenovité krystalografické

orientace (K) v roviné& (T) fezu.

3. Zpisob podle naroku 1 nebo 2, vyznadujici se

tim, %e rozPezavani se provadi pomoci Fezani pilou.

4. Zpisob podle ndroku 1 nebo 2, vyznadujici se

tim, %e rozfezdvani se provadi pomoci Ffezani dréatem.

5. Zpisob  podle nékterého z naroka 1 az 4,
vyznadujici se tim, e Uhel (p) se stanovuje
empiricky je3té pfed frezanim.

6. Zpisob podle nékterého z ndroka 1 az 5,
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vyznadujici se tim, Ze nastavovani Ghlu (p) se
provadi prostfednictvim nastavovaciho zafizeni mimo vlastni
fezaci zafizeni.

7. Zptisob  podle nékterého  z naroka 1 azi 6,
vyznadujici se tim, Ze se pouZije pro rozrezavani
monokrystalld (1) polovodi&h III. az V. skupiny, zejména

GaAs.

8. za¥izeni pro déleni monokrystall vykazujici fezny
nastroj (2, 3; 8a, 8b, 8c), drzak monokrystalu (1) a pohon
pro premistovani drzaku a ¥ezného néstroje vaci sobé
navzajem ve sm&ru (V) posuvu fezného nastroje, ktery probiha
kolmo na stredovou podélnou osu (M) monokrystalu (1),
vyznadujici se tim, e je opatfené otaclivymi
prosttedky (5) pro nataceni drzdku, prostfednictvim kterych
je drzak otoény tak, zZe se monokrystal (1) miZe natéacet

kolem své sttredové podélné osy (M).

9. Zatrizeni podle néaroku 8, vyznacdujici se
méficimi prostfedky (6) pro m&¥eni vychyleni (X) £fezného

nastroje ve sméru kolmém na smér (V) posuvu.

10. Zatizeni podle néroku 9, vyznacdujici se
ovladacimi prosttredky, které jsou spojené s méficimi
prostfedky (6) a otacivymi prostredky (5), a ktere ovléadaiji
otacivé prostfedky (5) takovym zplsobem, Ze se monokrystal
natadi tak, e vychyleni Fezného nastroje Jje v podstaté

nulové nebo dosahuje pfedem stanovené hodnoty.

11. Zarizeni podle naroku 8 nebo 9, vyznacdujici

se tim, %e timto zafizenim je zafizenl pro fezani pilou.
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12. Zatizeni podle naroku 8 nebo 9, vyznadujici

se tim, %e timto zafizenim je zarizeni pro fezani dréatemnm:

13. Zatizeni pro nastavovani monokrystalu, pficemz
monokrystal (1) je v podstaté valcové konfigurace se
stfedovou podélnou osou (M) a m& na svem vnéjsim povrchu
rovinny usek (4), a jmenovitéd krystalograficka orientace (K)
monokrystalu vykazuje uhel (a) vzhledem k normale (N) na
uvedeny rovinny usek vnéjsiho povrchu v roviné kolmé na
stfedovou podélnou osu (M), majici vymezovaci doraz upraveny
na vertikaln& usporédaném suportu (51) se spodni hranou

(54), ktera s vertikdlou svira predem stanoveny uthel (y).

14. 7zarizeni podle naroku 13, vyzmnacdujici se

tim, e vymezovaci doraz je vy$kové nastavitelny.

15. Zarizeni podle naroku 13 nebo 14, vyznacdujici
se tim, ?e je vybavené rlznymi vyménitelnymi vymezovacimi

dorazy s odlisnymi Ghly (y).

16. Zatizeni podle nékterého =z ndrokd 13 az 15,
vyznadujici se tim, Ze timto zafizenim je nastavovaci
zatizeni pro provadéni zplsobu podle néktereho =z narokl 1

az 8.

17. ZkuZebni postup zjistovani optimadlniho uUhlu mezi
jmenovitou krystalografickou orientaci (K) a smérem (V)
posuvu Fezného nastroje pro zpusob podle nékterého z naroku
1 az 8, vykazujici kroky:

déleni monokrystalu, pric¢emZ tento monokrystal Je
v podstaté valcové konfigurace se stfedovou podélnou osou
(M) a ma povrchovy charakteristicky znak (4), jehoz

orientace vzhledem ke jmenovité krystalografické orientaci
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(K) monokrystalu je zndmd, na mnozstvi plochych kusti (20a az
20e) predem stanovené tloustky ve sméru kolmém na Jeho
stfedovou podélnou osu,

spojeni plochych kust takovym zpusobem, Ze povrchovy
charakteristicky znak kaZzdého =z plochych kusd zaujima
vzhledem ke stfedové podélné ose odlisnou Ghlovou polohu,

soudasné rozrezadvani takto sestaveného monokrystalu
(20) v fezacim zafizeni na plochée kusy vykazujici tloustku
platku, ktery se md vytvaret,

m&¥eni pravidelnosti povrchu a/nebo tlousStky takto
vytvofenych plochych kusi,

zjistovéani optimalniho Ghlu (p) Jmenovité
krystalografické orientace (K) vzhledem ke sméru (V) posuvu

Yezného nastroje.

18. ZkuSebni postup podle naroku 17, vyznacujici
se tim, Ze povrchovych charakteristickym znakem Jje rovinna

plocha nebo drazka.

Zastupuje:

Dr. Milo$ V3etecCka v.r.
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